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В связи с повышением требований вычислительных систем к характеристикам запоминаю-

щих устройств, в настоящее время активно разрабатывается новый тип полупроводниковой 

энергонезависимой памяти – мемристоры [1]. Мемристоры имеют два состояния: состояние с 
низким сопротивлением (СНС) и состояние с высоким сопротивлением (СВС), Углеродные 

пленки для мемристорных ячеек памяти, нанесенные методом магнетронного распыления, об-

ладают рядом преимуществ: совместимость с КМОП технологией, низкая стоимость, контрол-

лируемые процессы нанесения и однородность пленки на пластине. Осаждение углеродных 
пленок 103 нм на крмениевую подложку КЭФ-4.5 производилось методом реактивного магне-

тронного распыления на модернизированной установке УВН-2М. На первом этапе кремниевая 

подолжка проходила ионную очистку при температуре 340 °C в течении 10 минут. Затем нано-
силось углеродное покрытие при температуре 340 °C в течении 20 минут.  

Резистивное переключение мемристоров на основе углерода зависит от соотношения sp3/sp2 

связей. Для анализа структурной особенности углеродной пленки был получен спектр комби-

национного рассеяния (рис. 1), разложенный на сумму двух гауссовских компонент. Спектр 
КРС имеет два характерных D и G пика на 1 388 и 1 582 см–1 соответственно. Пик D может 

быть отнесен к режиму колебаний A1g неупорядоченного углерода и G пик к колебаням типа 

E2g упорядоченного графита. Результаты КРС подтвердили аморфную структуру углеродной 
пленки a-C по модели Феррари с долей sp3 связей менее 20 % [2]. 

 
Рис. 1. Спектр КРС углеродной пленки, нанесенной на кремниевую подложку 

Известно, что механические свойства углеродных пленок сильно зависят от соотношения 
sp3/sp2 связей. Полученные пленки имеют твердость 24,5 ГПа, что хорошо согласуется с ре-

зультатами работы [3], в которой углеродные пленки имеют низкую долю sp3 связей. 
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